Aramstabilizalé FET-ek

A G és S kivezetések dsszekotésé-
vel barmely - el6bbi csoportba tarto-
z0 — példany alkalmas aramstabiliza-
lasra. Az ilyen célra gyartott FET-ek-
ben az Osszekotést mar a chipeken
kialakitjak, s a kész gyartmanyokat
arameértékek szerinti csoportokba va-
logatjak. A két kivezetesi CRD-k
(=Current Regulator Diode) 0,05-
5,6 mA-es tartomanyban kaphatok.

Zaroréteges, p-tipusu, kiiiritéses
FET-ek

Polaritasaik ellentétesek az el6bbi-
ekével; azoknal joval kisebb valasz-
tékban kaphatok. VCR-ként ajanlott
tipusai is léteznek. (Zaroréteges kivi-
telben novekményes FET-ek nem lé-
teznek, mert a pn atmenet nyito-
iranyban atvezet.)

Szigetelt kapus, n-tipusu, Kiiiritéses-
novekményes FET-ek

A 4. csoportbeliektdl csak mérete-
zésiikben térnek el; a pozitiv V, tar-
tomanyba vezérelhetGek.

Kettds szigetelt kapus, n-tipusa, Kiiiri-
téses-novekményes FET-ek

A 4-7. csoportokba tartoz6 FET-
ek is az elektroncsdvekéhez hasonlo
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karakterisztikakkal rendelkeznek (a
nagyteljesitményu elektroncsévek
pozitiv racsfesziiltség-tartomanyok-
ban is vezérelhetdk).

Szigetelt kapus, n-tipusid, novekmé-
nyes FET-ek. Ez a csoport rendelke-
zik a legnagyobb valasztékkal! A je-
lenleg gyartott tipusok négyotode ide
sorolhat6. Korszert( valtozataik tobb-
sége nem a szilicium feliiletén kiala-

" kitott un. lateralis elrendezésli, ha-

nem haromdimenzios, vertikalis
konstrukcid; VFET. A nagyobb gyar-
tok egy része nem ezt az elnevezést
hasznalja. Sajat fejlesztésii technolo-
giaikat kiilonféle védett nevekkel je-
16lik. Ilyen vertikalis gyartmanyokat
jeldlnek a HARRIS MEGAFET, az
IR HEXFET, a MOTOROLA
TMOS, a PHILIPS POWERMOS, az
SGS-THOMSON ISOTOP, a SIE-
MENS SIPMOS és a SILICONIX
MOSPOWER megnevezések is. Ezek
nagy része nagyteljesitményu tran-
zisztort jeldl, de kisteljesitményd csa-
ladtagjai is vannak.

Kaphatok miniatir, SMD, TO-3,
TO-220 stb. tokozassal éppugy, mint
extra méretd - tenyérnyi — kiilonle-

ges tokokban, kaszkad kapcsolasban
(4. abra).

Szigetelt, kettés kapus, n-tipusi, no-
vekményes FET-ek

A kettds kapus nagyfrekvencias
FET-ek harmadik valtozata - az 1. és
a 7. csoportba tartozok mellett.

Szigetelt kapus, p-tipusu, kiiiritéses
FET-ek

Gyakorlatilag megvalosithato val-
tozat — de nem gyartjak.

Szigetelt kapus, p-tipusi,
novekményes FET-ek

A 8. csoport tagjainak komple-
menter valtozata — bar valasztékuk
nagysagrenddel kisebb azokénal.

Szigetelt kapus komplementer
egységek

Nagyobb teljesitményekhez a 8. és
11. csoport szerinti tranzisztorokat
koz6s tokban - egy chipben — gyart-
jak, tobbnyire kaszkad kapcsolasban
(5a. abra). Egy, két vagy harom kasz-
kadot tartalmazé egységek kaphatok.

Ilyen komplementer egységekbdl
épiilnek fel a CMOS IC-k is (5b ab-
ra).

Tablazatunkbol a kovetkezok ol-
vashatok le;
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